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グラフェン１次元構造は特異なエッジ状態の理論予測を契機とし，応用へ向けたバンドギャッ

プ付与や電子伝導特性などから近年重要性を増している．ナノリボン(GNR)が主な研究対象であ

るが，物性観察や応用上決め手となる形成法がない．GNR以外の 1次元構造として，ナノメート

ルオーダーで周期的に湾曲した「スレート状構造」が 1 次元的な物性を示す可能性があり[1]，興

味深い．SiC 熱分解法によるグラフェン[2]は SiC 表面に沿った「カーペットエピタキシー」を呈

することが知られており，SiC 表面構造を制御することにより，このような構造が実現できる可

能性がある．そこで本研究ではその試みの一つとして，傾斜 SiC 表面の熱分解時のマクロバンチ

ング現象により現れる高指数面を有するファセット上のグラフェン構造について詳細な解析を行

った． 

実験試料には off方向が[1-100]および[11-20]の微傾斜(4°off) n型 4H-SiC 基板を用いた．試料を

コールドウォール赤外線加熱炉に導入し，微減圧 Ar雰囲気下で加熱(1500-1600℃)することで SiC

基板表面のマクロバンチングの形成およびグラフェンの成長を行った．グラフェンの評価は AFM，

顕微ラマン分光，RHEED，LEED，ARPESを用いて行った．また，半絶縁性 SiC基板上に同様な

構造を作製し，キャリアトランスポート特性についても評価を行った． 

AFM 測定により~150nm 幅の周期的な（高指数面）ファセット（(0001)に対して[1-100]off では

24~26°,[11-20]offでは約 20°の傾斜）が形成され，その上に約一層のグラフェンが成長している

ことが分かった．図１(a)(b)の LEED像（（0001）入射）に示すように(0001)テラス上のバッファー

層（6R3構造）スポット（サテライト状，(b)では弱い）に加え，(a)ではストリーク，(b)ではスポ

ットが観察された．これらはファセット上のグラフェンからの回折であり，[1-100]off 基板には

（擬）１次元周期的ナノ構造，

[11-20]off 基板には 2 次元構造が形成

されていると考えられる． 

当日はファセット上のグラフェン

の原子構造モデル，電子状態・キャ

リア伝導特性についても発表を行う

予定である． 
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図 1 熱分解 SiC によるグラフェン形成後の LEED 像

(a)[1-100]off基板(50eV)，(b)[ 11-20]off基板(48eV)  
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